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１．概要（Summary） 
自社にて成膜した PZT 圧電薄膜の特性評価を目的と

して、東北大学コインランドリの設備を利用し、所望の形

状に加工した。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

イオンミリング装置 
 
【実験方法】 

評価テストパターンをフォトリソにて形成後、イオンミリン

グ装置にて上部電極および PZT 膜を加工した。 
イオンミリングの条件は 600 V，400 mA， 200 Acc-V，

+10%，45°とし、厚さ 2 µm の PZT 膜を約 75 分エッチン

グ加工した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

イオンンミリングで加工した PZT 薄膜の断面観察結果

をFig. 1に示す。更に自社にて電気特性評価を行った結

果を Fig. 2 に示す。良好なヒステリシス特性を得ることが

できた。 

 
Fig. 1 SEM images of the cross-section of the PZT 

 

Fig. 2 Hysteresis loop of the PZT 
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